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_ (57) Abstract: The invention relates to a method for producing a protective covering for a component provided on a substrate (102), 

O according to which at least one sacrificial structure is produced on the substrate (102). The sacrificial structure covers at least one 

fS region of the substrate (102) that surrounds the component. Afterwards, a polymer layer (106) is deposited that surrounds the at 

Q leasl one sacrificial structure. An opening ( 108) is made inside the polymer layer ( 106) in order to expose a section of the sacrificial 

5£ structure. The sacrificial structure is then removed, whereupon the opening (108) made in the polymer layer (106) is closed. 
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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Erzeugen einer Schutzabdeckung fUr ein Bauelement, bei dem ein Substrat ( 102) 
vorgesehen ist, welches das Bauelement umfasst, wird zunachst eine Opferstruktur auf dem Substrat ( 102) erzeugt. Die Opferstruk- 
turbedeckt zumindest einen Bereich des Substrats (102), welcher das Bauelement umfasst. AnschlieBend wird eine Polymerschicht 
(106) abgeschieden, die zumindest die zumindest eine Opferstruktur umfasst. Dann wird eine Offnung (108) in der Polymerschicht 
(106) gebildet, urn einen Abschnitt der Opferstruktur freizulegen. AnschlieBend wird die Opferstruktur entfernt und die gebildete 
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Beschreibung 

Verfahren zum Erzeugen einer Schutzabdeckung fur ein Bauele- 
ment 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Erzeugen einer Schutzabdeckung fur ein Bauelement, und insbe- 
sondere auf die Erzeugung einer Schutzabdeckung fur Bauele- 
ment e, die Bereiche enthalten, deren Funktion durch Spritz- 
. guss-Gehause beeintrachtigt wiirde, wie beispielsweise BAW- 
Filter (BAW = Bulk Acoustic Wave - akustische Volumenwelle) , 
Resonatoren, Sensoren und/oder Aktoren. Insbesondere bezieht 
sich- die vorliegende Erfindung auf ein Verfahren zum Erzeugen 
einer -solchen Schutzabdeckung fur die Bauelemente auf Wafer- 
Ebene . 

Herkommlicherweise werden Bauelemente auf und/oder in einem 
Substrat erzeugt, wobei nach der Fertigstellung des Bauele- 
ments das Substrat, welches das Bauelement umfasst, in einem 
Spritzguss-Gehause geschiitzt angeordnet wird. Bei dieser An- 
ordnung, ist das Substrat und das Bauelement zumindest im Be- 
reich des Bauelements vollstandig in das Material des Sprit z- 
guss-Gehauses eingebettet. Diese Vorgehensweise ist fur Bau- 
elemente nachteilhaft, deren Funktion durch dieses Material 
beeintrachtigt wird, die also fur eine ordnungsgemalie Funkti- 
onsfahigkeit einen Freiraum benotigen, wie dies beispielswei- 
se bei den oben erwahnten BAW-Filtern, Resonatoren, Sensoren 
und Aktoren erforderlich ist. 

Ein Ansatz, der im Stand der Technik bekannt ist, urn diese 
Problematik mit Spritzguss-Gehausen zu losen, besteht darin, 
ein „Gegensubstrat" vorzusehen, in das eine entsprechende 
Offnung eingebracht ist, so dass beim Zusammenf ugen des Bau- 
element substrat s und des Gehausesubstrats der Hohlraum im Be- 
reich des Bauelements in dem Bauelementsubstrat angeordnet 
ist, so dass hier keine Beeintrachtigung der Funktionalitat 
des Bauelements mehr auftritt. Auf Wafer-Ebene wird entspre- 
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chend ein Wafer mit den entsprechenden Strukturen fur die 
Bauelemente erzeugt (Systemwafer) , der mit einem zweiten Wa- 
fer (Deckelwafer) , der entsprechende Gruben und Locher auf- 
weist, die beispielsweise durch Atzen desselben hergestellt 
5 wurden, verbunden wird, beispielsweise durch einen Bond- 

Vorgang. Auf diese Art und Weise werden die Gruben des zwei- 
ten Wafers Hohlraume uber den empf indlichen Strukturen des 
ersten Wafers bilden, wobei durch die Locher im zweiten Wafer 
die Anschlussstellen (Kontaktpads) des ersten Wafers zugang- 
10 lich sind, Hierdurch werden die empf indlichen Strukturen ge- 
schiitzt • 

Alternativ zu den gerade beschriebenen Vorgehensweisen kann 
auch ein Keramikgehause verwendet werden. 

15 

Der Nachteil der oben beschriebenen, bekannten Losungen zur 
Sicherstellung der Funktionsfahigkeit der Bauelemente besteht 
darin, dass hier stets ein zweites Substrat bzw. ein zweiter 
Wafer zu strukturieren ist, was eine von dem ersten Wafer ge- 
20 trennte Prozessierung und Bearbeitung erforderlich macht. 
Dies fuhrt zu einer sehr aufwendigen Gesamtherstellung und 
erhoht ferner die Anf orderungen hinsichtlich der erforderli- 
chen Prozessgenauigkeit . 

25 Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein vereinf achtes Verfahren 
zum Erzeugen einer Schutzabdeckung ftir Bauelemente zu schaf- 
fen, welches auf einfache Art und Weise die Erzeugung einer 
Schutzabdeckung ermoglicht, ohne dass eine getrennte Prozes- 

30 sierung weiterer Wafer und/oder Substrate erforderlich ist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemali Anspruch 1 ge- 
lost. 

35 Die vorliegende Erfindung schafft ein Verfahren zum Erzeugen 
einer Schutzabdeckung far ein Bauelement, wobei ein Substrat 
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vorgesehen ist, welches das Bauelement umfasst, wobei das 
Verfahren folgende Schritte umfasst: 

(a) Erzeugen zumindest einer Opf erstruktur auf dem Substrat, 

5 wobei die Opf erstruktur zumindest einen Bereich des Substrats 
bedeckt, welcher das Bauelement umfasst; 

(b) Abscheiden einer Polymer schicht, die zumindest eine Op- 
f erstruktur umschlielit; 

10 

(c) Bilden zumindest einer Offnung in der Polymerschicht , urn 
einen Abschnitt der Opf erstruktur freizulegen; 

(d) Entfernen der Opf erstruktur/ und 

15 

(e) Verschliefien der in der Polymerschicht gebildeten Off- 
nung. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, 
20 dass auf die im Stand der Technik bekannte aufwendige Art und 
Weise der Erzeugung von Schutzabdeckungen fur Bauelemente 
verzichtet werden kann, indem die Erzeugung der Schutzabde- 
ckung in den „laufenden" Herstellungsprozess fur die Bauele- 
mente einbezogen wird. Der Hohlraum uber einem empf indlichen 
25 Bereich eines Bauelements wird unter Verwendung eines Opfer- 
schichtprozesses und eines Verschlussprozesses mit verschie- 
denen Polymermaterialien erzeugt. Die Endf estigkeit dieses 
„on-chip" Deckels ist ausreichend groft, um eine weitere Ver- 
arbeitung in Standard Packaging-Verf ahren, also Verfahren bei 
30 denen die Chips in Gehause eingebracht werden, zu verwenden. 

GemafJ einem bevorzugten Ausf Uhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung, wird das erf indungsgemaBe Verfahren auf Wafer- 
Ebene angewandt, um so auf einfache Art und Weise die Erzeu- 
35 gung einer Schutzabdeckung gemSfi dem erf indungsgemalien Ver- 
fahren far eine Vielzahl von in dem Wafer gebildeten Bauele- 
menten zu ermdglichen. 
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Bevorzugte Weiterbildungen der vorliegenden Anmeldung sind in 
den Unteranspruchen definiert. 

Nachfolgend werden anhand der beiliegenden Zeichnungen bevor- 
zugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung naher 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 die Darstellung eines Bauelements mit Schutzdeckel, 
welches gemafi einem ersten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegen- 
den Erfindung hergestellt wurde; 

Fig. 2A - 2H die einzelnen Herstellungsschritte des erfin- 
dungsgemafien Verfahrens gemafj einem ersten Ausf uhrungsbei- 
spiel; und 

Fig. 3A - 3C die Herstellungsschritte des erf indungsgemafien 
Verfahrens gemafi einem zweiten Ausf uhrungsbeispiel . 

In der nachf olgenden Beschreibung der bevorzugten Ausfuh- 
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden fiir die in 
den verschiedenen Zeichnungen dargestellten, ahnlichen Ele- 
mente gleiche Bezugszeichen verwendet. 

Anhand der Fig. 1 ist ein Element 100 gezeigt, welches gemafi 
einem Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung herge- 
stellt wurde. 

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Sub- 
strat 102 vorgesehen, welches einen Bauelementbereich 104 urn- 
fasst. In dem Bauelementbereich 104 des Substrats 102 ist das 
Bauelement gebildet, fur welches eine Schutzabdeckung gemafi 
dem erf indungsgemafien Verfahren zu erzeugen ist. Bei dem Bau- 
element kann es sich urn ein vollstandig innerhalb des Sub- 
strats 102 angeordnetes Bauelement handeln, oder urn ein Bau- 
element, welches teilweise an einer Oberflache des Substrats 
102 freiliegt. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung 
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ist der Begriff Substrat so zu verstehen, dass dieser bereits 
die fertig prozessierten Bauelemente enthalt, und zur Verein- 
fachung der Darstellung ist in den Figuren lediglich schema- 
tisch ein Bauelementbereich angedeutet, ohne auf die genauere 
5 Struktur der einzelnen Bauelemente einzugehen. Bei den ge- 
nannten Bauelementen handelt es sich beispielsweise urn BAW- 
Filter, Resonatoren, Sensoren und/oder Aktoren. 

Gemaft der vorliegenden Erfindung wird zunSchst eine, in Fig. 

10 1 nicht mehr zu sehende Opf erstruktur auf dem Substrat 102 

aufgebracht, die zumindest den empf indlichen Bereich des Bau- 
elementbereichs 104 bedeckt hat. Erf indungsgemaft wurde an- 
schliefiend eine Polymerschicht 106 erzeugt, die die Opfer- 
struktur zumindest umschliefit. In der Polymerschicht 106 wur- 

15 de eine Offnung 108 gebildet, urn einen Abschnitt der Opfer- 
struktur freizulegen. Anschliefiend wurde die Opf erstruktur 
entfernt, so dass sich der in Fig. 1 gezeigte Hohlraum 110 
iiber dem Bauelementbereich 104 ergeben hat. Abschliefiend wur- 
de die Offnung 108 verschlossen, bei dem in Fig. 1 darge- 

20 stellten Ausf uhrungsbeispiel durch Aufbringen einer weiteren 
Polymerschicht 112 auf der ersten Polymerschicht 106. 

Erfindungsgemafi werden die im Stand der Technik auftretenden 
Probleme dadurch gelost, dass auf die Verwendung eines weite- 

25 ren Substrats bzw. eines weiteren Wafers verzichtet wird. 

Stattdessen wird eine Opf erschicht, beispielsweise ein photo- 
strukturierbarer Resist, auf dem Substrat/dem Wafer 102 auf- 
getragen und anschliefiend strukturiert , so dass die Opf er- 
schicht lediglich in den Bereichen, die spater durch die 

30 Schutzabdeckung geschutzt werden sollen, zurtickbleibt . Die 
Opferschicht wird dann mit der Polymerschicht 106 uberzogen, 
so dass die Opferschicht vollstandig damit bedeckt ist. Hier- 
bei ist darauf zu achten, dass ein gegebenenf alls fur eine 
Strukturierung der Polymerschicht eingesetztes Losungsmittel 

35 die Opferschicht nicht an- oder auf lost. Ferner ist die erste 
Polymerschicht 106 mit einer Dicke auf zubringen, welche eine 
grofie Endf estigkeit und Harte aufweist. Als Material fiir die 
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Polymerschicht kommt beispielsweise SU-8 der Firma MicroChem, 
USA in Betracht. Vorzugsweise betragt die Dicke der aufge- 
brachten ersten Polymerschicht 106 weniger als 20 um. Die Po- 
lymerschicht wird dann strukturiert und iiber der Opferschicht 
5 mit einigen Lochern 108 versehen, so dass durch diese Locher 
hindurch die Opferschicht aufgelost werden kann. Im Zusammen- 
hang mit der Auflosung der Opferschicht ist jedoch sicherzu- 
stellen, dass das hier verwendete Losungsmittel das Material 
der Polymerschicht weder anlost noch ganz auflost. 

10 

Gemafi einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung werden anschlieliend die sich ergebenden Strukturen, 
welche den dicken Schutzlack (Polymerschicht) aufweisen, ge- 
trocknet. Sofern die entstandenen HohlrSume 110 empfindlich 
15 sind und beim Trockenvorgang dazu neigen, anzukleben (sti- 
cking) , so kann auch ein Trockenverfahren in einem Uberkriti- 
schen-Punkt-Trockner gewahlt werden (SCPD = Super Critical 
Point Dryer) . 

20 Wie bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wird 
dann die sich so ergebende Schutzstruktur rait der weiteren 
Polymerschicht 112 iiberzogen, und gegebenenf alls vollstandig 
von derselben eingeschlossen. Die Materialien der ersten Po- 
lymerschicht und der weiteren Polymerschicht konnen gleich 

25 sein. Die weitere Polymerschicht sollte ebenso als dicke 

Schicht aufgetragen werden, vorzugsweise mit einer Dicke von 
weniger als 20 um. Dies stellt sicher, dass am Ende des Pro- 
zesses die Schichtfolge mit ausreichend grolier Harte und End- 
festigkeit vorliegt. AbschlieJiend erfolgt gemafi einem weite- 

30 ren Ausfuhrungsbeispiel eine Strukturierung der weiteren Po- 
lymerschicht (Verschlussschicht) , um Kontakt-Pads (Anschluss- 
flachen) und, im Fall von Wafern, Sagelinien freizulegen. 

Hinsichtlich der Opferschicht ist f estzuhalten, dass diese im 
35 einfachsten Fall ein Photolack sein kann. Alternativ kann die 
Opferschicht jedoch auch aus Metall, z. B. Kupfer, Titan, A- 
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luminiura, oder aus einera Oxid, beispielsweise Siliziumdioxid 
(Si0 2 ) , gebildet sein. 

Alternativ zu der oben beschriebenen Verschlusstechnik der 
Locher 108 (siehe Fig. 1), kann anstelle der weiteren Poly- 
merschicht 112 auch eine auf laminierte, photostrukturierbare 
Folie verwendet werden. 

Gemaft einem weiteren Ausf iihrungsbeispiel, kann der Verschluss 
der Offnungen mittels Metallpaste, z. B. durch Siebdruck, er- 
folgen, was insbesondere in Kombination mit Flip-Chip-Bumps 
(Bumps = Kontakthocker) vorteilhaft ist. 

Nachfolgend wird anhand der Fig. 2 ein erstes, bevorzugtes 
Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung naher be- 
schrieben, bei dem eine Mehrzahl von Bauelementen auf einem 
Wafer mit einer Schutzabdeckung versehen werden. Zur Verein- 
fachung der Darstellung werden in Fig. 2 lediglich die rele- 
vanten Schritte zur Erzeugung der Schutzabdeckung gezeigt, 
nicht jedoch die in dem Wafer gebildet en Bauelemente. Fur die 
nachfolgende Beschreibung wird der Begriff „Wafer w unter an- 
derem mit der Bedeutung verwendet, dass hier bereits alle er- 
forderlichen Bauelemente fertig prozessiert sind. 

In Fig. 2A ist der Wafer 114 gezeigt, der eine erste Oberfla- 
che 114a und eine zweite Oberflache 114b, die der ersten O- 
berflache 114a gegenuberliegt, aufweist. Auf der ersten Ober- 
flache 114a des Wafers 114 ist eine Opferschicht 116 gebil- 
det, beispielsweise aus einem Photolack, einem Metall oder 
einer Oxidschicht. In einem ersten Verf ahrensschritt wird nun 
unter Verwendung einer Maske 118 die Opferschicht 116 belich- 
tet, wie dies durch die in Fig. 2A gezeigten Pfeile angedeu- 
tet ist. Durch die Maske 118 werden diejenigen Bereich defi- 
niert, welche nachfolgend ilber den empf indlichen Bereichen 
des Wafers 114 verbleiben sollen. Nachfolgend zu der Belich- 
tung wird die Opferschicht 116 strukturiert , beispielsweise 
durch Entwickeln der Opferschicht, so dass sich die in Fig. 
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2B dargestellte Struktur bestehend aus dem Wafer 114 und be- 
stehend aus zwei oberhalb der empf indlichen Bereiche der Bau- 
elemente in dem Wafer angeordneten Opf erstrukturen 116a und 
116b ergibt. AnschlieJlend wird die so strukturierte Opfer- 
5 schicht 116 mit einer ersten Polymerschicht 106 tiberzogen, 
indem diese auf die erste Oberflache 114a sowie auf die Op- 
ferstrukturen 116a und 116b aufgebracht wird, wie dies in 
Fig. 2C gezeigt ist. Vorzugsweise wird die erste Polymer- 
schicht 106 mit einer Dicke von weniger als 20 urn auf dem Wa- 
10 fer 114 abgeschieden. 

In einem nachfolgenden Schritt (siehe Fig. 2D) wird unter 
Verwendung einer weiteren Maske 120 die Polymerschicht 106 
belichtet. Die Maske 120 definiert Bereiche, in denen spater 

15 Offnungen in der ersten Polymerschicht 106 zu den Opf erstruk- 
turen 116a und 116b gebildet werden, und ferner werden durch 
die Maske 120 zusatzlich Anschlussf lachenbereiche sowie Sage- 
linien fur eine spatere Vereinzelung des Wafers in Einzelele- 
mente definiert. Die durch die Maske 120 definierten, frei- 

20 liegenden Bereiche der Polymerschicht 106 werden durch die 
Belichtung vernetzt. Die nicht-vernetzten Bereiche der Poly- 
merschicht 106 werden in einem nachfolgenden Entwicklungs- 
schritt entfernt, so dass sich die in Fig. 2E gezeigte Struk- 
tur ergibt. Wie zu erkennen ist, wurde die erste Polymer- 

25 schicht 106 strukturiert, so dass nun die Offnungen 108a ge- 
bildet sind, die einen Teil der Opferstruktur 116a freilegen. 
Ebenso wurden die Offnungen 108b erzeugt, welche einen Teil 
der Opferstruktur 116b freilegen. Zusatzlich wurde eine Sage- 
linie 122 ebenso wie ein Anschlussbereich 124 auf dem Wafer 

30 114 freigelegt. Ober den Anschlussbereich 124 erfolgt spater 
eine Kontaktierung der in dem Wafer erzeugten Bauelemente. 

Ober die in der Polymerschicht 106 erzeugten Locher 108a und 
108b wird die darunterliegende Opferstruktur 116a bzw. 116b 
35 herausgelost, und so die in Fig. 2F dargestellten Hohlraume 
110a, 110b erzeugt. 
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Urn die Offnungen 108a und 108b zu verschliefien, wird auf die 
in Fig, 2F dargestellte Struktur bei dem dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiel eine weitere Polyraerschicht 112 abgeschie- 
den, wie dies in Fig. 2G gezeigt ist. Die weitere Polymer- 
5 schicht 112 ist bei dem gezeigten Ausf iihrungsbeispiel aus dem 
gleichen Material hergestellt wie die erste Polymerschicht 
106, kann jedoch bei anderen Ausf uhrungsbeispielen auch durch 
ein anderes Material gebildet sein. Wie zu erkennen ist, wird 
durch das Aufbringen der weiteren Polymerschicht 112 ein Ver- 
io schluss der Offnungen 108a und 108b erreicht. In einem an- 

schlieflenden Schritt wird unter Verwendung einer dritten Mas- 
ke 126 die weitere Polymerschicht 112 strukturiert , wobei die 
dritte Maske 126 die bereits der anhand der Fig. 2E beschrie- 
benen Anschlussbereiche 124 und Sagelinie 122 definiert. Die 
15 belichteten Bereiche der weiteren Polymerschicht 112 werden 
vernetzt, und die nicht-vernetzten Bereiche werden in einem 
nachf olgenden Entwicklungsschritt entfernt, so dass sich die 
in Fig. 2H dargestellte abschlieliende Struktur des Wafers er- 
gibt . 

20 

In einem weiteren, nicht dargestellten Verf ahrensschritt kann 
der Wafer 114 dann auch noch vereinzelt werden, urn so die 
Einzelelemente zu erzeugen. Diese Einzelelemente werden dann 
kontaktiert und in entsprechenden Gehausen angeordnet. 

25 

Hinsichtlich der oben beschriebenen Strukturierungsschritte 
ist darauf hinzuweisen, dass beim Strukturieren der ersten 
Polymerschicht 106 das dort eingesetzte LQsungsmittel so ge- 
wShlt sein sollte, dass es zu keiner An- bzw. AuflSsung des 
30 Materials der Opferschicht kommt. Ebenso ist beim Entfernen 
der Opferschicht sicherzustellen, dass das dort eingesetzte 
Losungsmittel das Polymermaterial der ersten Polymerschicht 
106 nicht an- oder auf lost. 

35 Nachf olgend wird anhand der Fig. 3 ein zweites Ausf uhrungs- 
beispiel des erf indungsgemalien Verfahrens anhand der Herstel- 
lung einer Schutzabdeckung fur ein Bauelement auf einem Sub- 
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strat naher erlautert. In Fig. 3A ist eine Struktur gezeigt, 
die sich nach dem Offnen der ersten Polymerschicht ergibt. In 
Fig. 3A ist ein Substrat 102 gezeigt, in dem schematisch ein 
aktiver Bereich 104 eines darin angeordneten Bauelements ge- 

5 zeigt ist. Die Opferschicht 116 ist hier z.B. aus Kupfer her- 
gestellt und auf einer ersten Oberflache 102a des Substrats 
angeordnet, und uberdeckt den aktiven Bereich 104 des in dem 
Substrat umfassten Bauelements. Ferner ist eine Anschlussme- 
tallisierung 126 auf der ersten Oberflache 102a des Substrats 

10 102 gebildet, die hier vorzugsweise aus dem gleichen Materi- 
al, namlich Kupfer (Cu) , wie die Opf erschicht/Opf erstruktur 
116 gebildet ist. Dies hat den vorteil, dass durch das Ab- 
scheiden und Strukturieren eine Kupf erschicht gleichzeitig 
die Opferstruktur 116 und die Metallisierung 126 gebildet 

15 werden. Auf der Anschlussmetallisierung 126 ist eine erste 
UBM 128a (UBM = Under Bump Metallisierung = Untermetallisie- 
rung fur das Lotmaterial) , z.B. aus Gold (Au) , gebildet. Fer- 
ner ist auf einem Abschnitt der Opferschicht 116 eine zweite 
UBM 128b, z.B. aus Gold (Au) , gebildet. Die zweite UMB 128b 

20 erstreckt sich, wie in Fig. 3A gezeigt ist, von einer dem 

Substrat 102 abgewandten Oberflache der Opferschicht 116 auf 
die erste Oberflache 102a des Substrats 102. Urn ein spateres 
Entfernen der Opferschicht 116 zu ermoglichen, weist die 
zweite UBM 128b eine Offnung 130 auf, welche die Opferschicht 

25 116 freilegt. Wie ferner zu erkennen ist, umfasst die erste 
Polymerschicht 106 im Bereich der UBMs 128a und 128b Offnun- 
gen 108a und 108b. 

In einem nachf olgenden Verf ahrensschritt wird die Opfer- 
30 schicht 116 durch Anwenden eines Losungsmittels auf dieselbe 
entfernt, wobei lediglich die Opferschicht 116 aufgrund der 
Offnung 130 entfernt wird, nicht jedoch die Metallisierung 
126, welche durch die erste UBM 128a geschiitzt ist. Die Off- 
nungen 108a und 108b werden bei dem in Fig. 3 gezeigten Aus- 
35 fiihrungsbeispiel durch eine Lotpaste 132a, 132b verschlossen, 
wie dies in Fig. 3B gezeigt ist, in der auch der sich erge- 
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bende Hohlraum 110 oberhalb des aktiven Bereichs 104 des Bau- 
elements des Substrats 102 gezeigt ist. 

Fig. 3C zeigt eine Aufsicht der in Fig. 3B gezeigten Struktur 
5 und verdeutlich nochmals die durch die Opferschicht 116 frei- 
gelegten Bereiche. Genauer gesagt ist in Fig. 3C der gestri- 
chelt gezeigte Bereich derjenige, der durch die Opferschicht 
116 freigelegt wird. 

10 Ober die Anschlusse 128a und 128b erfolgt eine entsprechende 
Kontaktierung des Bauelements in dem Substrat nach aulien. Die 
Lotpaste kann beispielsweise durch das bekannte Reflow- 
Verfahren aufgebracht werden, nachdem die Opferschicht frei- 
geatzt wurde. 

15 

Obwohl oben bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden 
Erfindung erlautert wurden, ist die vorliegende Erfindung na- 
turlich nicht hierauf beschrankt. 

20 Anstelle der beschriebenen Polymermaterialien konnen auch an- 
dere geeignete Materialien wie beispielsweise abgeschiedene 
Schichten aus Siliziumnitrid, Siliziumoxid, Metalle, Metall- 
verbindungen. 

25 Die Dicke der auf gebrachten Polymermaterialschichten liegt 

vorzugsweise zwischen 1 ]im und 100 um. Weiterhin vorzugsweise 
liegt die Dicke der auf gebrachten Polymermaterialschichten 
zwischen 1 um und 20 um. 



WO 03/057618 



Bezugszeichenliste 



PCT/EP02/14194 



12 



100 
102 
5 104 
106 

108, 108a, 108b 
110, 110a, 110b 
112 
10 114 
114a 
114b 
116 

116a, 116b 
15 118, 120 
122 
124 
126 

128a, 128b 
20 130 

132a, 132b 



Element 
Substrat 

Bauelementbereich 
Polymer schicht 
Of fnung 
Hohlraum 

weitere Polymerschicht 
Wafer 

erste Oberflache des Wafers 

zweite Oberflache des Wafers 

Opf erschicht 

Opferstruktur 

Maske 

SSgelinie 

Anschlussbereich 

Anschlussmetallisierung 

UBM 

Of fnung 
Lotpaste 



25 



30 



35 
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Patent anspriiche 

1. Verfahren zum Erzeugen einer Schutzabdeckung fur ein Bau- 
element, wobei ein Substrat (102/ 114) vorgesehen ist, wel- 
5 ches das Bauelement umfasst, wobei das Verfahren folgende 
Schritte umfasst: 

(a) Erzeugen zumindest einer Opferstruktur (116a, 116b) auf 
dem Substrat (102; 114), wobei die Opferstruktur (116a, 116b) 

10 zumindest einen Bereich des Substrats (102; 114) bedeckt, 
welcher das Bauelement umfasst; 

(b) Abscheiden einer Polymerschicht (106), die zumindest die 
zumindest eine Opferstruktur (116a f 116b) umschliefit; 

15 

(c) Bilden zumindest einer Offnung (108; 108a, 108b) in der 
Polymerschicht (106) , urn einen Abschnitt der Opferstruktur 
(116a, 116b) freizulegen; 

20 (d) Entfernen der Opferstruktur (116a, 116b) ; und 

(e) Verschliefien der in der Polymerschicht (106) gebildeten 
Offnung (108; 108a, 108b). 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Schritt (c) folgen- 
de Schritte umfasst: 

(c.l.) Belichten der Polymerschicht (106) unter Verwendung 
einer Maske (120) , urn vernetzte Bereiche der Polymerschicht 
30 (106) zu erzeugen, wobei die Maske (118) zumindest eine Off- 
nung (108a, 108b) definiert; und 

(c.2.) Entfernen der nicht-vernetzten Bereiche der Polymer- 
schicht (106), 

35 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Schritte (b) und 
(c) folgende Schritte umfassen: 
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(b.l.) Abscheiden der Polymerschicht (106) auf dem Substrat 
(102/ 114) und auf der Opf erstruktur (116a, 116b); 

5 (c.l.) Belichten der Polymerschicht (106) unter Verwendung 
einer Maske (120), die die zumindest eine Offnung (108; 108a, 
108b) in der Polymerschicht (106) und einen die Opf erstruktur 
(116a, 116b) umgebenden Bereich der Polymerschicht (106) de- 
finiert, wobei das Belichten der Polymerschicht (106) ver- 
10 netzte Bereiche in der Polymerschicht (106) erzeugt; und 

(c.2) Entfernen der nicht-vernetzten Bereiche der Polymer- 
schicht (106) . 

15 4, Verfahren nach Anspruch 3, bei dem die Maske (120) ferner 
einen f reiliegenden Anschlussbereich (124) fur das Bauelement 
definiert, der durch das Entfernen der nicht-vernetzten Be- 
reiche der Polymerschicht (106) freigelegt wird. 

20 5, Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, bei dem der 
Schritt (a) folgende Schritte umfasst: 

(a.l.) Abscheiden einer Opferschicht (116) auf dem Substrat 
(102; 114); und 

25 

(a. 2.) Strukturieren der abgeschiedenen Opferschicht (116), 
um die zumindest eine Opf erstruktur (116a, 116b) zu erhalten. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei dem der 
30 Schritt (d) folgende Schritte umfasst: 

Atzen der Opf erstruktur (116a, 116b) , 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei dem der 
35 Schritt (e) folgende Schritte umfasst: 
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(e.l.) Aufbringen einer weiteren Polymerschicht (112) auf der 
sich nach dem Schritt (d) ergebenden Struktur; und 

(e.2.) Strukturieren der weiteren Polymerschicht (112) der- 
art, dass die weitere Polymerschicht (112) die im Schritt (e) 
abgeschiedene Polymerschicht (106) bedeckt, wodurch die zu- 
mindest eine Offnung (108a, 108b) in der ersten Polymer- 
schicht (106) durch das Material der zweiten Polymerschicht 
(112) verschlossen wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Polymerschicht 
(106) und die weitere Polymerschicht (112) aus dem gleichen 
Material bestehen. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei dem der 
Schritt (e) das Auf laminieren und photolithographische Struk- 
turieren einer Folie auf der sich nach dem Schritt (d) erge- 
benden Struktur umfasst, urn die zumindest eine Offnung zu 
verschlieften. 

10. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, bei dem der 
Schritt (e) das Verschliefien der Offnung (108a, 108b) durch 
eine Metallpaste (132a, 132b) umfasst. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, bei dem die 
Opferstruktur (116a, 116b) aus einem Material hergestellt 
ist, das einen Photolack, ein Metall oder ein Oxid umfasst. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, bei dem die 
Polymerschicht (106) aus SU-8 besteht. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, bei dem das 
Bauelement ein BAW-Filter, ein Resonator, ein Sensor oder ein 
Aktor ist. 
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14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, bei dem das 
Substrat ein Wafer (114) ist, der eine Mehrzahl gleicher oder 
unterschiedlicher Bauelemente umfasst, 

5 wobei im Schritt (a) fur jedes der Bauelemente ein Opfer- 
struktur (116a, 116b) erzeugt wird, indem eine Opferschicht 
(116) auf dem Wafer (114) aufgebracht und strukturiert wird, 

wobei im Schritt (b) und im Schritt (c) die Polymerschicht 
10 (106) auf den Wafer (114) aufgebracht und strukturiert wird, 
urn fur jedes Bauelement zumindest eine Offnung (108a, 108b) 
zu schaffen, 

wobei im Schritt (d) alle Opf erstrukturen (114a, 114b) ent- 
15 fernt werden, und 

wobei im Schritt (e) die Offnungen (108a, 108b) verschlossen 
werden. 

20 15, Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Wafer (114) ab- 
schliefiend in einzelne Elemente zerteilt wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, bei dem das Struktu- 
rieren der Polymerschicht (106) die Festlegung von Trennli- 

25 nien (126) auf dem Wafer (114) umfasst. 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, bei dem die 
sich nach dem Schritt (d) ergebende Struktur vor dem Schritt 
(e) getrocknet wird. 



30 
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FIG 2D 
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FIG 3C 



